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ЗАКЛЮЧЕНИE
совета по защите диссертаций Д 02.15.03 при учреждении образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» по диссертации Позднякова Дмитрия Викторовича «Моделирование электрофизических свойств и электрических характеристик приборных структур на основе полупроводниковых квантовых проволок и металлических одностенных углеродных нанотрубок», представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических наук 
по специальности 05.27.01 – твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах
Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по которым присуждается ученая степень. Диссертация Позднякова Дмитрия Викторовича является самостоятельно выполненной завершенной квалификационной научной работой, соответствующей требованиям ВАК Республики Беларусь, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05.27.01 – твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах.
Научный вклад соискателя заключается в концептуальном развитии теории рассеяния и переноса носителей заряда в приборных структурах наноэлектроники с одномерным электронным газом, включающих полупроводниковые квантовые проволоки и металлические одностенные углеродные нанотрубки, а также в разработке физико-математических моделей, алгоритмов и программных средств для моделирования электрофизических свойств и электрических характеристик указанных структур, что в совокупности позволило уточнить физическую картину кинетических явлений, расширить возможности их численного моделирования и предложить новые принципы функционирования приборов на квантовых эффектах.
Соискатель заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук за принципиально новые научно обоснованные результаты, включающие:
– концептуальное развитие теории рассеяния носителей заряда в приборных структурах с одномерным электронным газом, учитывающей квантово-размерные и вторичные квантовые эффекты, которое позволило повысить адекватность физико-математического описания процессов переноса носителей заряда в таких структурах в рамках формализмов кинетического уравнения Больцмана и метода Монте-Карло;
– физико-математические модели, алгоритмы и программные средства для численного моделирования процессов переноса и рассеяния электронов в арсенид-галлиевых квантовых проволоках и металлических одностенных углеродных нанотрубках с учетом квантово-размерных и вторичных квантовых эффектов, позволившие повысить адекватность моделирования электрофизических свойств и электрических характеристик этих приборных структур наноэлектроники;
– принцип управления дрейфовой скоростью носителей заряда в полупроводниковых квантовых проволоках и слоях с пространственно-неоднородными границами посредством изменения внешним поперечным электрическим полем интенсивности рассеяния частиц на таких границах, а также предложенную на его основе конструкцию нового функционального прибора на квантовых эффектах в виде четырехэлектродного электронного удвоителя частоты;
[bookmark: _GoBack]– принцип реализации баллистического переноса носителей заряда в режиме плоских подзон в полевых транзисторах с трубчатыми затворами и барьерами Шоттки в одномерных каналах на основе полупроводниковых соединений, а также предложенный на его основе метод расчета соответствующего пространственного изменения стехиометрии этих соединений, позволившие определить оптимальные значения конструктивно-топологических параметров транзистора на основе AlXGa1–XAs, при которых проводимость его канала и обратная подпороговая крутизна его вольт-амперных характеристик максимально близкие к предельным теоретическим значениям для заданной температуры;
что в совокупности является крупным достижением в развитии физико-математических основ моделирования приборных структур наноэлектроники и приборов на квантовых эффектах.
Рекомендации по практическому применению. Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс Белорусского государственного университета. Разработанные физико-математические модели, алгоритмы и программные средства могут быть использованы в САПР микро- и наноэлектроники при разработке и проектировании перспективных элементов интегральных микросхем. Полученные результаты представляют интерес для предприятий и организаций электронной промышленности, включая холдинг «ИНТЕГРАЛ», занимающихся проектированием и производством приборов твердотельной электроники.
Председатель совета по защите диссертаций					        Н.В. Гапоненко
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